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外力に対して変形する構造体を半導体基板上に微細加工技術によって形成した Micro Electro 

Mechanical Systems (MEMS) センサは，小型，安価に量産に繋げられることから，スマートフォン

など様々な電子機器に搭載されているデバイスであり，今後，様々な機器にセンサが取り付けら

れ，相互通信を行う Internet of Things (IoT) システムの普及に向けても重要な役割を担っている．

半導体のピエゾ抵抗効果などを用いたひずみ検知素子は，構造体の変形と電気信号をつなぐ機能

素子として，様々なMEMS センサに搭載されている．近年，スピントロ二クス技術を用いた新し

いひずみ検知素子が提案されている．このようなスピンひずみ検知素子は，HDD 再生ヘッドや

MRAM に用いられている MTJ 素子を，検知層に磁歪材料を用いることによってひずみ検知素子

として応用したものである（図 1）．我々は，この素子のひずみ検出感度（Gauge factor : GF）を向

上するために，これまでひずみ検知に適した MTJ構造の開発を行い 1), 2)，高い磁歪定数を有する

軟磁性材料として知られるアモルファス Fe-B 合金を検知層に採用した MTJ 素子において，従来

の Siピエゾ抵抗効果素子の GF = 40 ~ 200を大きく上回る GF = 5000を確認した 1)．このような高

い GF を示すスピンひずみ検知素子の MEMS センサへのフィージビリティを確認するために，

我々は MEMS ダイアフラムと呼ばれる人の鼓膜のように音に対して振動する膜の上に素子を形

成したマイクフォロンを作成し，その動作確認を進めてきた 1)．作製したマイクロフォンは高感

度・広帯域を両立した特性を示し 1)，今後，産業機器の状態監視などへの応用が期待される． 

1) Y. Fuji, et. al., Digest on Transducers conference 2017, pp. 63-66. 

2) Y. Fuji, et. al., Appl. Phys. Lett. 112, 062405 (2018). 

※本講演で紹介する MEMS デバ

イスの試作・評価の一部は、文部

科学省ナノテクノロジープラット

フォーム事業（東北大学微細加工

プラットフォーム，東京大学微細

加工プラットフォーム）の支援を
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